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 オンチップ光集積の最終技術課題であるシリコン製光エミッタの実現にむけ、可能な限りの知

的、物的資源を投入した精力的な研究が行われている。なかでも点欠陥準位による光発生はバン

ド物理に立脚した方法とは異なる位置づけにある。その理由は、シリコン結晶における双極子禁

止遷移の制約が部分的に解消される、原子スケールの強局在電子系を利用しているからである。 

	
 シリコンの点欠陥には多数が知られているが、光利得が報告されているのは２例のみである。

そのひとつの G-lineは Si-C 複合点欠陥起源の発光線とされている。パターニング基板における極

低温光利得 [1]の報告があるが、利得評価と再現性には検討の余地を残している。その原因は、偶

発的に発生するG-center 自身の制御性の低さと発光特性の知見が圧倒的に乏しい事に他ならない。	
  

	
 本報告では、利得の検証を目的に、制御導入した G-center を用いて時間ドメインにおける緩和

過程の追跡を試みた。これによれば、瞬時発生あるいは極めて小さな利得でも評価が可能となる。

実験には Si基板表面に Cドーパント源(HMDS)を塗布し、レーザーアニールにより G-centerを高

濃度に導入した試料[2]を用いた。G-center(1278 nm)の時間分解フォトルミネッセンスの温度依存

性から、100K において 1~10ns と 10~1000ns の各時間領域で発光強度が分離し、さらに遅延蛍光

成分が 120K では消光しているのが観察できる(図 1)。定常励起 PL の G-center におけるピーク強

度の温度依存性(図 2)から、G-center の発光強度は遅延蛍光が顕在化する温度領域(75K~)において

劇的に減衰する。Si-C 複合点欠陥は比較的浅いアクセプター準位を有するため、高温領域におけ

る遅延蛍光の発現はトラップされた電子が熱脱離後再結合する可能性を示唆している、[3]。 
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                 図１  時間分解 PLの温度依存性	
 	
 図 2 G-center由来蛍光強度の温度依存性  
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